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ФИЗИКА

А. А. ВОРОБЬЕВ, К. А. ВОДОПЬЯНОВ и М. А. КРИВОВ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И ПРОБОЙ КРИСТАЛЛОВ 
ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ СОЛЕЙ

(Представлено академиком А. Ф. Иоффе 15 III 1954)Исследования, опубликованные в последнее время, подтвердили, что диэлектрические потери —■ ионное явление. Величина диэлектрических потерь в кристаллах щелочно-галоидных солей и их электрическая проч­ность связаны с энергией кристаллической решетки ('). Вследствие этого следует ожидать связи между величиной диэлектрических потерь в ще­лочно-галоидных кристал­лах и их электрической прочностью (2).На рис. 1 представле­на зависимость электриче­ской прочности ДПр и угла диэлектрических потерь 8 для кристаллов щелочно- галоидных солей от энер­гии активации (а) и энер­гии решетки (б).Из приведенных экспе­риментальных данных сле­дует, что с увеличением энергии решетки и энер­гии активации возрастает электрическая прочность структуры. Это изменение сопровождается также уменьшением диэлектриче­ских потерь в кристаллах.На рис. 2 изображены зависимости угла диэлек­

Рис. 1

трических потерь и элек­трической прочности оттеплоты образования твердого соединения (а) и температуры плавления кристаллов (б).Для всех представленных зависимостей мы наблюдаем одну и ту же закономерность. Увеличение угла диэлектрических потерь в кристаллах сопровождается понижением их электрической прочности. Уменьшение энергии связи частиц в решетке приводит к увеличению диэлектрических потерь и уменьшению электрической прочности структуры.Это положение подтверждается и для смешанных кристаллов системыKBr-KJ, как видно из рис. 3.Максимуму угла потерь соответствует минимальное значение электри­ческой прочности (3), так как у кристалла 50% КВг — 50% KJ связь 
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между структурными элементами решетки более ослаблена, чем у дру­гих образцов данной системы смешанных кристаллов.На рис. 4 изображена зависимость электрической прочности и угла диэлектрических потерь от температуры для кристаллов каменной соли. Как видно, и в данном случае ослабление связи между ионами решеткипо мере повышения температуры сопровождается возрастанием угла

Рис. 3

диэлектрических потерь и уменьшением пробивного напряжения кристаллов.Из рис. 4 видно, что до температуры порядка 220° диэлектрические потери и пробивное напряжение каменной соли почти не зависят от температуры. Счита­ют, что в этом интервале температур про­бой имеет электрическую форму (4). При более высоких температурах, когда про­бивное напряжение сильно понижается с повышением температуры, пробой имеет 

Рис. 4тепловую форму. Наблюдаемая на рис. 4 закономерность может иметь и другое объяснение. В каком-то температурном интервале энергия ре­шетки мало изменяется с повышением температуры. Затем при более высоких температурах, в связи с увеличением постоянной решетки и ослаблением сил связи между частицами, энергия кристаллической ре­шетки начинает убывать. Уменьшение энергии кристаллической решетки, согласно закономерности, представленной на рис. 1, сопровождается уве­личением угла диэлектрических потерь и уменьшением электрической прочности.
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